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１．概要（Summary） 

気液界面における蒸発分子の非平衡速度分布計測の

ため，ナノ細孔膜を用いた，真空中で界面を維持するた

めの分子線源の作製を行った． 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置，マスク・ウエーハ自動現

像装置群，光リソグラフィ装置 MA-6，8 インチ汎用スパッ

タ装置，高速シリコン深掘りエッチング装置，形状・膜厚・

電気評価装置群，クリーンドラフト潤沢超純水付，ステル

スダイサー，精密研磨装置 
【実験方法】 

 アスペクト比の高い細孔を回避するために，SOI チッ

プ内に段付きの細孔を作成した．SOI 内部の SiO2 層を

エッチングのストップ層として利用した．検証した作成方

法を Fig. 1 と Fig. 2 に示す． 

 
Fig. 1 2-stepped hole 

 

Fig. 2 1-stepped hole 

両手法とも表の細孔部は電子線直描，裏はフォトマスク

を用いてパターニングを行った．両面からエッチングした

のちにフッ酸処理によって SiO2 膜を除去し，細孔部を貫

通させた．2 段構造のものについては，エッチングの遮蔽

に Al を用いて段付きのエッチングを行った．1 段構造の

ものは，アスペクト比の高い穴を回避するために，精密研

磨装置を用いて 100 µm 厚に加工してから穴のエッチン

グを行った． 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
2 段構造のものについては，エッチングプロセスにおい

て中段の面の平坦性が十分確保できなかったため，1 段

構造の細孔を作成した．作成したサンプルに背面から光

を当てて自機関にて撮影した画像を Fig. 3 に示す．細孔

は 1 µm 厚の Si 薄膜上に作成しているため，背面から掘

ったΦ50 µm を透過光により確認することができる． 

 
Fig. 3 Picture of processed porous 
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